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Co-evaporation법으로 성장시킨 CuInxGa1-xSe2 

박막의 Photoreflectance 특성
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  동시 증발법(co-evaporation)에 의해 성장된 CuInxGa1-xSe2 (CIGS) 박막의 광학적 특성을 

photoreflectance (PR) 분광법으로 연구하 다. 조성비 x는 0~1까지 변화시켰다. 시료의 두께는 

약 2.2 μm 다. PR 측정은 변조빔 세기, 변조빔 주파수 및 온도의 함수로 조사하 다. PR 스
펙트럼으로부터 조성비 x가 증가함에따라 시료의 띠간격 에너지가 증가하는 것을 관측하 다. 
상온 PR 스펙트럼으로부터 시료내에 형성된 내부 전기장을 구하 다. 그리고 변조빔 세기의 

증가에 따른 PR 신호의 세기는 점차 증가하는 반면에, 변조 주파수를 증가시킴에 따라 신호의 

세기가 점차 감소함을 보 다. PR 신호의 온도 의존성 실험으로부터 띠간격 에너지의 변화 및 

Varshni 계수 등을 구하여 CIGS 시료의 특성을 조사하 다.
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